1. tiha vaja iz VISOKOFREKVENCNE TEHNIKE - 20.10.2017

1. visokonapetostni usmernik 1N4007 zdrzi zaporno napetost U,=1lkv po podatkovnem Tistu.
Prakticna meritev daje faktor idealnosti diode n=1.7. Izmerjeni cas rekombinacije znasa
t=10ps. VvV kaksSni nalogi je ta gradnik najbolj uporaben v visokofrekvencni napravi?

(A) neuporaben za VF (B) VF stikalo (C) zascita MOSFETa (D) VF detektor

2. Z guard-ring silicijevo Schottky diodo izdelamo detektor visokofrekvencnih signalov.
Na vhod detektorja pripeljemo visokofrekvencno napetost v velikostnem razredu Uv~10Verr.
(keT/g=26mv, n=1) Izhodna enosmerna napetost napetost Upsc je tedaj sorazmerna:

(A) UDC=0('UVF2 (B) UDC=0('\/UVF (C) UDc=0('exp(va/26mV) (D) UDC=0(’UVF

3. Mikrovalovni detektor malih signalov uporablja silicijevo back diodo. Kaj omogoca
delovanje detektorja pri zelo visokih frekvencah?

(A) manjSinski (B) schottky (D) vecinski (D) dopiranje
nosilci Spoj nosilci Z Au

4. Neznani polprevodniski gradnik ima tri elektricne prikljucke. z analognim Q-metrom
ugotovimo, da vsebuje dva usmerniska spoja s skupno_katodo. KakSen parameter o ima
gradnik z dvema locenima diodama za razliko od bipolarnega PNP tranzistorja?

A) o=0 (B) axl (O o~w (D) a=-1

5. 0dvisnost padca napetosti v prevodni smeri od temperature PN spoja lahko povzrodci
toplotni pobeg, cCe gradnik prikljuc¢imo na napetostni vir z nizko notranjo upornostjo.
Temperaturni koeficient PN spoja v siliciju znaSa pri sobni temperaturi:

(A) 2.2mv/K (B) 26mv/K (© -2.2mv/K (D) -26mv/K

6. Silicijev bipolarni NPN tranzistor ima tokovno ojacanje za enosmerno in nizke
frekvence Bo=300. Mejna frekvenca je v velikostnem razredu f;~300MHz. Pri kateri
frekvenci f=? je smiselno meriti fr navedenega tranzistorja?

(A) 2GHz (B) 20MHz (Cc) 200kHz (D) 2kHz

7. NPN tranzistor z Bo=300 uporabimo v ojacevalniku s skupnim E. Kolektor povezemo na
baterijo Us=+20V preko upora R¢=1kQ. KolikSen upor Rg=? povezemo med bazo in kolektor
za nastavitev delovne tocke v razred A? Izmenicne signale sklopimo s kondenzatorji.
(A) 3.33Q (B) 1ka (©)33ka (D) 300kQ

8. sekundarni preboj, ki ga povzroci neenakomerno segrevanje cipa, se lahko pojavi v

mocnostnih bipolarnih tranzistorjih vseh vrst. Sekundarni preboj se v vecini bipolarnih
tranzistorjev pojavi v naslednjih pogojih delovanja:

(A) Uke~Uxkemax (B) Tk~ Tumax (C) Is—Tamax (D) Uxke » Ik~ Puax

9. Med vrata in izvor_katerega_od navedenih poljskih tranzistorjev smemo prikljuciti
enosmerno napetost poljubne polaritete Us=+/-10V brez poskodb?

(A) N-kanalni (B) Si MOSFET (C) Si MOSFET (D) _N-kanalni
Si spojni FET z zasSc¢itno diodo brez zascitne diode GaATN/GaN HEMT

10. GaAlAs/GaAs HEMT ima napetost prescipnjenja kanala (pinchoff) Us,=-1.5v. Tok
nasicenja istega polprevodnika znasa Ipss=45mA pri Us=0V. KolikSen je tok ponora I,=? v
podro¢ju nasicenja pri dovolj visoki Uss in nastavljeni delovni tocCki Ug=-1V?

(A) 5mA (B) 10mA (C) 15mA (D) 20mA

11. ojacevalnik z bipolarnim tranzistorjem z ozemljeno bazo oziroma s poljskim
tranzistorjem z ozemljenimi vrati ima pri visokih frekvencah naslednjo dobro Tlastnost:

(A) visoko (B) ni kapacitivnega (C) ni nevarnosti (D) visje
vhodno impedanco sklopa 1izhod-vhod toplotnega pobega ojacanje moci

12. s katerim od navedenih poljskih tranzistorjev NE moremo izdelati ojacCevalnika v
spoju z ozemljenim izvorom S, ki bi mu zadoSc¢al vir napajanja ene same polaritete?

(A) Si NMOS z (B) GaAlAs/GaAs (c) si PmOs z (D) N-kanalni
induciranim kanalom E-HEMT induciranim kanalom Si spojni FET

Priimek in ime: Elektronski naslov:



